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1. Elgenschaften ’ ! I,_ : |
11. Mechanische Austihrung: L-———/,_?—-fggg —~—2 7 ——
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC D35 /DIN . ! mwr.
1.1.2.  Gehausewerkstotf: Glas — _ R
1.1.3. Gehauseaberflache:
1.1.4. AnschluBdrihte |6tbar verzinnt/vergoldet
Formel- W
12 Grenzwerte: zeichen o Mefibedingung
12.1. Durchbeuchspannung: Usr 100V Ig = A, = SC
122  Spitzen-Sperrspannung: Ursa -V 8, = °c
123,  StoBspannung: URstoss -V %, = °C
124. Durchiafstrom: Ie —A 9, = °c
125. DurchiaB-Spitzenstrom: lgsp Q25 A 9, = °c
126. DurchlaB-StromstoB: IFstoss — A B, = °C, t= ms
1.27. Verlustleistung: P 250 mw B,= 25 °C
128. Temperaturbereich (Lagerung): 05 -85 ... . +150°C
129. Sperrschichttemperatur: % ~65....+150°C
1.2.10. Léttemperatur: & 245°C ts 54
1.3. Kennwerte bei 25°C
13.1. Durchiadspannung : U -V Ip = A
1.32. Sperrstrom: o M & WA Ug= 100V
lr — A Ug = V.g, = °c
133. Oberer HF-Widerstand: Ry £ 1500Q Ig = GOTmA,t = 100 MHz
134. Unterer HF-Widerstand: R = 8L g = BmA,t = 100 M Hz
1.35. Serienwiderstand : Rg = 35§ Ig = 100 mA,f = 100 M Hz
136. Kapazitdt: ' c; S 0G4pF U= S0V w 1 MHz
137. Effekt. Minoritits- Ladungstriger- T Zps lp = SOmAauflg= 250 mA
. Lebensdauer: _
13.8. Klirrtaktor {2.0rdnung): K2 - 75 d8 1= 65 MHz, t, =100MHz
13.9. Kreuzmodulationstaktor : . Cmy — 7% d8 [ Zweikanaltest )
1.4, Obrige elektr.Werte nach Hewlett Packard-Katalog ( Sept. 1872, S. 57 {f.)
e HP 50823081
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KIEIE|C _ 0.508 W
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ERP-Ber. Nr.: S
Datum : . E . S Emitter -
Emitter ) }
1 Eigenschalten ! ‘ §
11. Mechanische Ausfiihrung Coliector |
1.11. Gehauvseart: JEDEC /DIN Stripline I ! {
1.1.2. Gehausewerkstoff: Keramik —=1i3683 0,5_08._ L__i
1.1.3. Gehauseoberfiache: | |
1.14.  AnschiuBfahnen: vergoldet 7. 1016
: Formel- veen | 7 .MeBbeadingung
1.2, Grenzwerte zeichen -
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucg 20 -V By = - °c
1.2.2.  Kollekter-Emitter-Spannung: Ucro 12 - vy 8,= - °C
1.23. Emitler-Easis-Spannung: Ugs /,3/ v 8,= - °C
1.24. Kollektorstrom: Ic 7100 mA | 9,= ~ °C
1.25. Verlustleistung: Piot /‘/ 400 W | 8= 25 ©°C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): f -65 bis%&@ cC
1.27. Sperrschicht-Temperatur: ’ I § & €20 cc
128 Lottemperatur: y "8 1'\ L 245 °c {1= 5 s
¢
1.3. Kennwerte be|25°0,y
F-1.3.1.  Kollektor-Reststr tego E 002 pA Uepg=10-- v = 0 -
fceo - A | U = V.6, = °c
1.3.2. Emitter-Restst lggo A UE& = v
1.33. Grenzireque fr 35 GHz | Uge=10 Vic= 15 ma f = 500 Larz
134, ~Yerstarker-Faktor B 2 2 Ug=10 V,Ic = 15 mA
1.3.5. om-Verstarker-Faktor hie Uge = Ve = A= Ktz
136 attigungsspannung Uctsar \Y Ic = Al = A
Uctsor v Ic = Alg = A
1.3.7. sis-Sattigungsspannung: Ugtoot Vv e = Aly = A
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs Ed 05 pF Ug =10 Vi = 0 Af= L4k
Emitter-Sperrschicht-Kapzazitat: Ces pF Ugg = Vi = A= Wiz
3. Warme-Innenwiderstand: Rig 043 <C/mwW
1.3.11. Wéarmewiderstand: Ry oC/mW
1312, Rauschzahl: - ' NF £ 25 dB | Uep™ 10 V,Ic ™ 3 mAf = 10 GH:
1.313. Leistungsverstarkung: Vp £ 1| dB Ueg= 10 V,I¢ = 15 mA,f 10 GHz
{nicht neutralisiert) . : :
1.4. Ubrige elektr. Werte nach AVANTEK- Datenblatt, AT 50, Mdrz 1870
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Anwendungecede COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION. SAN C'A)?UJ§ DL‘AUF
Portn|  Kiwmexiases | 8AM 207 g b8
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RP_Ber. Nr.: B, o I —
" g - o L a— 2.
1. Eigenschatten 8-32UNc-2a | | & F2
1.1. Mechanische Ausfihrung ]
111,  Gehduseart: JEDEC  /DIN - ]
1.1.2.  Gehausewerkstoff: keramik 120
1.13.  Gehauseoberflache: '
1.1.4.  AnschluBdrahte 16tbar vzin/vgol
Fo.rmel- Wert MeBbedingung
1.2, Grenzwerte zeichen
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 60 vV | 8, = °c
1.22.  Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 35 v 8, = °C
12.3. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 4V 8, = °C
1.2.4.  Kollektorstrom: Ic 25A | ¢, = °C
1.25.  Verlustleistung: Prot 25 w b= 25 °¢
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung): B -65...+200°C
1.2.7.  Sperrschicht-Temperatur: 9, 200 °c
1.2.8. Léttemperatur: 9 260°C t< g s
[ Be0 | 5N9625 Ten
—13.—Kennwerte hei 268°9C , DU |GIFTIG)} - BEACHTEN
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: Icss S20mA | U= 60V i )
lcso A | Ug = V.o, = °c
13.2. Emitter-Reststrom: lego A Ugg = \
1.33. Grenzfrequenz: tr/tg Hz Uce = V.le = At = MHz
1.3.4.  Gleichstrom-Verstarker-Faktor: 8 Uce = Vi = A
1.3.5. . Wechseistrom-Verstarker-Faktor: h¢e Ucg = V.ig = Atf= KHz
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung: UcEiat v lc = Alg = A
Ucksar v le = Alg = A
1.3.7.  Basis-Sattigungsspannung: Uggsar v ic = Alg = A
1.3.8. Koilektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs < 13 pF Uspg=28 V.lg= Af= 1 MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces pF Ugg = V. le = A f MHZ
1.3.10. Wairme-innenwiderstand: Ring S7°C/ W
1.3.11. Wiérmewiderstand: Rinu °C/ W
1.3.12. Ausgangsleistung: Py = 20 w
‘ Uce™ 27 V, P= O75W f = 150 MH:
1.3.13. Wirkungsgrad: ) typ. 65 */s ce m s 0
1.4 Ubrige elekr.Werte nach  CTC-Datenblatt CT 150-28 (Ausg. Nov. 1972)
1.5 Hinweis : Anzugsdrshsosent f. Befestigungssutter: &...6 in pd. 2 46....49 cal
1.6 Vorsicht: pjeses-Bauteil-enthilt BerylliunOxid dessen Staub giftig ist. Sofern die Seryllius-Oxid-Kerasik
' aicht beschidigt vird ist das Teil ungefahriich,
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Anwendungecede OMMLNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION. SAN CARLDS CALIF —
Gerite Klime-Kieses |
Kiesae n. OIN 40080 BAM 40

- 120 3

Formel- AcM—hr '9"?'0""?:9"’

. Wwert ung
zeichen .
Ucso 60 \'} % = °C
Uceo 38 V| g, = °C
Ueso ¢ VL= °C
I S A B9, = °C
Prot 50 W o, = 25 °C
O -65...+ 200 °C
¥; 200 °C
o) 260 °C t= 8s

BeO 5N 9625 Teil 2
{GIFTIG)] BEACHTEN

Ices 4 20mA Ueg= 60 V o -
feso — A | Ugs= V, 3, = oc
leso — A | Ug= v
fT/fB — Hz UCE = v, lc = Af= MRz
B Uce = Ve = A
Nfe Uce Ve = Af= KHz
Ucksor — V]l = Alg = A
Uctsar -_ Vv le = Alg = A
Usksat - V]l = Alg = A
Ces 2 25 pF | Ugg= 2B VI = At = MHz
Ces pF Ugg = Vi = Af= MHz
RrhG 3.5°C/ W
Rinu -— °C/mW
fo = 40 w il Uge™ 27 V,Pa= 4 W= 150 MHz
'V typ. 65 e } . . ]

Ubrige elektr. Werte nach (TC-Datenblatt.CT 150-28 (Ausg. 1972)

Hinweis: Anzugsdrehmoment f. Befestigungsautter: 4...6 in pd 2 46....49 caN

ERP-Ber. Nr.: ... |8
Detum:
; . E

1. - Eigenschaften
1.1 Mechanische Ausfiihrung
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC /DIN
1.1.2. Gehausewerkstoff:
1.1.3. Gehduseoberflache:
1.1.4.  AnschluBdrahte I6tbar vzin/vgol
12 Grenzwerte
1.21.  Koliektor-Basis-Spannung:
122. Kollektor-Emitter-Spannung:
1.23. Emitter-Basis-Spannung: -
1.2.4. Kollektorstrom:
1.25. Verlustieistung:
1.26. Temperaturbereich (Lagerung):
1.27. Sperrschicht-Temperatur:
1.2.8. Lébttemperatur:
1.3 Kennwerte bei 25°C
13.1.  Kollektor-Reststrom: B
1.32. Emitter-Reststrom:
1.33. Grenzfrequenz:
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
1.3.5. : Wechselstrom-Verstirker-Faktor:
1.3.6.  Kollektor-Sattigungsspannung:
1.3.7.  Basis-Sattigungsspannung:
1.3.8.  Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
1.3.9.  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
1.3.10. Waérme-Innenwiderstand:
1.3.11. Warmewiderstand:
13.12. Ausgangsleistung:
1.3.13. Wirkungsgrad:
1.4
1.5
1.6

Vorsicht : Dieses Bauteil enthilt Beryllius-Oxid dessen-Staub giftig ist. Sofern die Beryllius-Oxid-Keraaik
nicht beschadigt vird ist das Teil ungefdhrlich,



lransistor

NPN -Silizium h
Anwendungecode ! Communications Transistor Corporation, San Carlos Calif.
2 Vowms | s w0 Tt .
KIETETF ‘ e 3
g:me. Nr.: - B m‘
tum ; — - —]
- E of L — e
, 1o | F) 2. L
1. Elgens&aﬂun ) 8-32 UNC-2A E .‘?4;%- ;—I °.
1.1. Mechanische Ausfihrung '
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC /DIN 1
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Keramik 1651 | '
1.1.3. Gehauseoberflache: 1,40
1.14. Anschiisse lotbar vgol
Formel- Wert ' MeBbeding
1.2, Grenzwerte zeichen
1.2.1.  Kollektor-Emitter-Spannung: Ucso 60 Vi|d= - °C
1.22. Koliektor-Emitter-Spannung: Uceo 35 v o, = — °C
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Uggo 4 ViIig= - °
1.2.4. Kollektorstrom: le 85 A 8, = — °C
1.25. Verlustleistung: Prot 85 w §.= +25 °C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): B, -65...+4200 °C 6
{4 127. Sperrschicht-Temperatur: 9 +200 °C
12.8. Léttemperatur: 9 +260 °C t< 5s
137 Kennwerte bei 25°C | : GtFTlG) V:_BE‘A(C’!TEN'
1 13.1. Kollektor-Reststrom: Ices 520 mA | Ug= 60 V
Icso - Al Upg= — V4= — °C
132. Emitter-Reststrom: lego - A Ug= — V
1.33. Grenzfrequenz: tr/tg L - Hz Ug= — Vic= — Af= — MHz
1.3.4.  Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B - Ug= = Vilc= — A
1.35. 'Wechselstrom-Verstarker-Faktor: h¢e - Ueg= — V.Ic — Aft= —~ KHz
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucesat . _— Y le = — Alg= = A
' Ucksar b v le = — Alg= - A
1.3.7. Basis-Séttigungsspannung: Ugksor - v lc = — Alg= — A
1.3.8. Koliektor-Sperrschicht-Kapazitit: Ccs =75  pF Ug= 28 Vlg= — Af= 1 MHz
1.3.8. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces —  pF Ugg= = Vile= — Af= — MHz
1.3.10. Warme-Innenwiderstand: Ring = 2c°c/ W
1.3.11. Warmewiderstand: Rinu —oC/mW
1.3.12. Ausgangsleistung: [ = 80 w
13.13. Wirkungsgrad: .90 typ. 65 % }UCC T2 VNPT 10 W = 150 MHz

1.4 Ubrige elektr. Werte nach CTC-Datemblatt CT 150-28 (Ausg. Nov. 1972)

1.5  Hinweis :  Anzugsdrehsement f, Befestigungsautter: 4...6 in pd < 46...49 cal

1.6 Vorsicht : pjeses Bauteil enthalt Berylliun-Oxid dessen Staub giftig ist. Sofern die Beryllium-Oxid-Kerasik
nicht beschadigt wird ist das Teil engefdhriich,




